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IntroduIntrodu ççãoão

Quanto mais nova a tecnologia, maior a 
miniaturização dos componentes e menor as 
alimentações dos circuitos¹. Tais avanços da 
tecnologia e o crescente uso de VLSI (Very-
Large-Scale Integration) embarcados torna os 
circuitos suscetíveis aos efeitos da radiação, 
assim faz-se necessária a obtenção de uma 
técnica que viabilize a extração de parâmetros 
desses circuitos.

• Objetivos:
Extração de       (tensão de threshold)
Extração de       (transcondutância máxima)
Extração de       (mobilidade)

MetodologiaMetodologia

Para a extração de Vth, foi usado o método 
da segunda derivada, enquanto para Gm foi 
utilizada a extração do Vth e a relação:

= corrente dreno-source
= tensão gate-source

Para a extração da mobilidade², foi 
considerada a condutância de dreno, onde:

Através desses dados foi possível gerar um 
vetor   , que aplicado a equação característica 
gera os valores de mobilidade efetiva.

As simulações foram feitas com Hspice, com 
o auxílio de bibliotecas geradas pelo Predictive
Technology Model (PTM) e as curvas e equações 
foram plotadas com auxilio do MatLab.

ResultadosResultados

Testes com diversas tecnologias das 
disponíveis através da PTM:

• (130, 90 e 65)nm.

Extrações

ConclusãoConclusão

AtravAtravéés desses ms desses méétodos conseguimos todos conseguimos 
extrair os parâmetros de transistores extrair os parâmetros de transistores MosfetMosfet, , 
tornando o estudo dostornando o estudo dos efeitos da radiação em 
circuitos integrados mais rápido e barato, sem 
a necessidade de fabricar e irradiar os 
mesmos.
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Figura 1: Extração      , tecnologia 130nm.
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Figura 2:  Extração de      , tecnologia 130nm.

µ

thV

mG

mG

g

d
d

gs V cte

I
G

V
=

∂=
∂

thV

µ

Figura 3: Extração     , tecnologia 130nm.µ
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ExtraExtra çção de Parâmetros emão de Parâmetros em
Transistores MOS Sob Efeito de TIDTransistores MOS Sob Efeito de TID
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